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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子と、該半導体素子に電気的に接続される半導体素子上金属パッド及び金属配
線を有し、該金属配線が貫通電極及びソルダーバンプに電気的に接続される半導体装置で
あって、
　前記半導体素子が載置された第一絶縁層と、前記半導体素子上に形成された第二絶縁層
と、該第二絶縁層上に形成された第三絶縁層とを有し、
　前記金属配線は、前記第二絶縁層の上面で前記半導体素子上金属パッドを介して前記半
導体素子に電気的に接続され、前記第二絶縁層の上面から前記第二絶縁層を貫通して前記
第二絶縁層の下面で前記貫通電極に電気的に接続されたものであることを特徴とする半導
体装置。
【請求項２】
　前記第一絶縁層が光硬化性ドライフィルム又は光硬化性レジスト塗布膜によって形成さ
れたものであり、前記第二絶縁層が前記光硬化性ドライフィルムによって形成されたもの
であり、前記第三絶縁層が前記光硬化性ドライフィルム又は光硬化性レジスト塗布膜によ
って形成されたものであることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体素子の高さが２０～１００μｍであり、前記第一絶縁層の膜厚が１～２０μ
ｍであり、前記第二絶縁層の膜厚が５～１００μｍであり、前記第三絶縁層の膜厚が５～
１００μｍであり、前記半導体装置の厚さが５０～３００μｍであることを特徴とする請
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求項１又は請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記光硬化性ドライフィルムが、
（Ａ）下記一般式（１）で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が３，０００～
５００，０００のシリコーン骨格含有高分子化合物、
【化１】

（式中、Ｒ１～Ｒ４は同一でも異なっていてもよい炭素数１～８の１価炭化水素基を示す
。ｍは１～１００の整数である。ａ、ｂ、ｃ、ｄは０又は正数、かつａ、ｂ、ｃ、ｄは同
時に０になることがない。ただし、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１である。さらに、Ｘは下記一般式
（２）で示される有機基、Ｙは下記一般式（３）で示される有機基である。）
【化２】

（式中、Ｚは
【化３】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｎは０又は１である。Ｒ５及びＲ６はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｋは０、１、２のいずれかである。）
【化４】

（式中、Ｖは
【化５】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｐは０又は１である。Ｒ７及びＲ８はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｈは０、１、２のいずれかである。）
　（Ｂ）ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性されたアミノ縮
合物、１分子中に平均して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基を有する
フェノール化合物から選ばれる１種又は２種以上の架橋剤、
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　（Ｃ）波長１９０～５００ｎｍの光によって分解し、酸を発生する光酸発生剤、及び
　（Ｄ）溶剤、
を含有してなる化学増幅型ネガ型レジスト組成物材料からなる光硬化性樹脂層を有する光
硬化性ドライフィルムであることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の半導体装置
。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の半導体装置がフリップチップ化されて複
数積層されたものであることを特徴とする積層型半導体装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の積層型半導体装置が電気回路を有する基板上に載置され、絶縁封止樹
脂層で封止されたものであることを特徴とする封止後積層型半導体装置。
【請求項７】
　半導体装置の製造方法であって、
　（１）サポート基板に仮接着剤を塗布し、該仮接着剤上にレジスト組成物材料を光硬化
性樹脂層として用いた膜厚１～２０μｍの第一絶縁層を形成する工程と、
　（２）前記第一絶縁層に対してマスクを介したリソグラフィーによってパターニングを
行って貫通電極となるホールパターンを形成後、ベークすることで前記第一絶縁層を硬化
させる工程と、
　（３）前記第一絶縁層にスパッタリングによるシード層形成を行い、その後前記貫通電
極となるホールパターンをメッキによって埋め、貫通電極と接続される金属配線を形成す
る工程と、
　（４）上部表面に電極パッドが露出した高さ２０～１００μｍの半導体素子を、前記硬
化後の第一絶縁層上へダイボンディング剤を用いてダイボンディングする工程と、
　（５）膜厚５～１００μｍである光硬化性樹脂層が支持フィルムと保護フィルムで挟ま
れた構造を有し、該光硬化性樹脂層がレジスト組成物材料からなる光硬化性ドライフィル
ムを準備する工程と、
　（６）前記第一絶縁層上へダイボンディングされた半導体素子を覆うように前記光硬化
性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネートすることで第二絶縁層を形成する工程と
、
　（７）前記第二絶縁層に対して、マスクを介したリソグラフィーによってパターニング
を行い、前記電極パッド上の開口と、前記貫通電極と接続される金属配線上に前記第二絶
縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、前記貫通電極を形成するための開口を
同時に形成した後、ベークすることで前記第二絶縁層を硬化させる工程と、
　（８）硬化後、スパッタリングによるシード層形成を行い、その後前記電極パッド上の
開口と、前記第二絶縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、前記貫通電極を形
成するための開口をメッキによって埋めて、半導体素子上金属パッドと、前記第二絶縁層
を貫通する金属配線と、貫通電極とを形成するとともに、前記メッキによって形成された
前記半導体素子上金属パッドと前記第二絶縁層を貫通する金属配線をメッキによる金属配
線によってつなぐ工程と、
　（９）金属配線の形成後、前記光硬化性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネート
する又は前記光硬化性ドライフィルムに用いたレジスト組成物材料をスピンコートするこ
とで第三絶縁層を形成する工程と、
　（１０）前記第三絶縁層に対して、マスクを介したリソグラフィーによってパターニン
グを行い、前記貫通電極上部に開口を形成した後、ベークすることで前記第三絶縁層を硬
化させる工程と、
　（１１）硬化後、前記貫通電極上部の開口にソルダーバンプを形成する工程、
を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記工程（５）で準備される光硬化性ドライフィルムを
（Ａ）下記一般式（１）で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が３，０００～
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５００，０００のシリコーン骨格含有高分子化合物、
【化６】

（式中、Ｒ１～Ｒ４は同一でも異なっていてもよい炭素数１～８の１価炭化水素基を示す
。ｍは１～１００の整数である。ａ、ｂ、ｃ、ｄは０又は正数、かつａ、ｂ、ｃ、ｄは同
時に０になることがない。但し、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１である。更に、Ｘは下記一般式（２
）で示される有機基、Ｙは下記一般式（３）で示される有機基である。）

【化７】

（式中、Ｚは

【化８】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｎは０又は１である。Ｒ５及びＲ６はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｋは０、１、２のいずれかである。）

【化９】

（式中、Ｖは
【化１０】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｐは０又は１である。Ｒ７及びＲ８はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｈは０、１、２のいずれかである。）
　（Ｂ）ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性されたアミノ縮
合物、１分子中に平均して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基を有する
フェノール化合物から選ばれる１種又は２種以上の架橋剤、
　（Ｃ）波長１９０～５００ｎｍの光によって分解し、酸を発生する光酸発生剤、及び
　（Ｄ）溶剤、
を含有してなる化学増幅型ネガ型レジスト組成物材料からなる光硬化性樹脂層を有する光
硬化性ドライフィルムとすることを特徴とする請求項７に記載の半導体装置の製造方法。
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【請求項９】
　前記工程（６）において、前記第二絶縁層を機械的にプレスする工程を含むことを特徴
とする請求項７又は請求項８に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（１１）において、前記貫通電極上部の開口にメッキによって貫通電極上金属
パッドを形成する工程と、
　前記貫通電極上金属パッド上にソルダーボールを形成し、ソルダーバンプとする工程、
を有することを特徴とする請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１１】
　前記工程（８）のメッキによる前記貫通電極の形成において、ＳｎＡｇによるメッキを
行う工程を含み、
　前記工程（１０）において、前記貫通電極上部に開口を形成するようにパターニングを
行うことで、前記メッキされたＳｎＡｇを露出させる工程と、
　前記工程（１１）において、前記メッキされたＳｎＡｇを溶融することで前記貫通電極
上部の開口において電極を隆起させてソルダーバンプを形成する工程、
を有することを特徴とする請求項７から請求項９のいずれか一項に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１２】
　前記工程（１１）の後に、前記工程（１）で第一絶縁層と仮接着したサポート基板を除
去する工程と、
　前記基板を除去した後、ダイシングすることで個片化する工程、
を有することを特徴とする請求項７から請求項１１のいずれか一項に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の製造方法でダイシングによって個片化された半導体装置の複数を、
絶縁樹脂層を挟んで、前記ソルダーバンプによって電気的に接合し、積層することを特徴
とする積層型半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の製造方法で製造した積層型半導体装置を、電気回路を有した基板に
載置する工程と、
　前記基板に載置された積層型半導体装置を絶縁封止樹脂層で封止する工程、
を有することを特徴とする封止後積層型半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置、積層型半導体装置、封止後積層型半導体装置、及びこれらの製
造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パソコン、デジタルカメラ、携帯電話等様々な電子機器の小型化や高性能化に伴い、半
導体素子においてもさらなる小型化、薄型化及び高密度化への要求が急速に高まっている
。このため、生産性向上における基板面積の増大に対応でき、かつ、チップサイズパッケ
ージあるいはチップスケールパッケージ（ＣＳＰ）又は三次元積層といった高密度実装技
術において、対応できる感光性絶縁材料や積層される半導体装置、その製造方法の開発が
望まれている。
【０００３】
　旧来、半導体素子に形成された電極を基板に形成した配線パターンと接続して得る半導
体装置の製造方法としては、ワイヤボンディングによる半導体素子と基板の接合を例とし
て挙げることができる。しかしながら、ワイヤボンディングによる半導体素子と基板の接
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合では、半導体素子上に金属ワイヤを引き出すスペースを配置する必要があるため、装置
が大きくなり、小型化を図ることは困難である。
【０００４】
　一方、ワイヤボンディングを用いない、半導体素子を配線基板に載置する例や、半導体
素子を三次元積層し配線が施された基板へ載置する方法が特許文献１、２に示されている
。
【０００５】
　特許文献１には、受光素子や発光素子のような半導体素子を有する半導体装置の製造方
法の例が示されており、図２５に示すように、半導体装置５０は、貫通電極５６を介して
Ａｌ電極パッド５５と再配線パターン５２とを接続し、半導体装置の再配線パターン５２
と配線基板５３上の再配線パターン５７とを半田バンプ５８を介して接続する例である。
半導体装置の上面には、デバイス形成層５９と複数のＡｌ電極パッド５５が形成されてい
る。Ａｌ電極パッド５５と再配線パターン５２との間には、半導体装置を貫通する貫通孔
５４がドライエッチングにより設けられ、貫通孔５４の内部には、Ｃｕめっきにより貫通
電極５６が形成される。デバイス形成層５９は、半導体装置の上面に配置され、受光又は
発光を行う。
　この方法によれば、ワイヤボンディングによる半導体素子と配線基板の接合を行わない
が、半導体装置上に再配線を施し、ソルダーバンプを配置しなければならず、半導体装置
の小型化に伴う再配線の微細化、ソルダーバンプの高密度化が必要となり、実際のところ
困難に直面する。
【０００６】
　一方、特許文献２には、複数個の半導体素子の三次元積層に有用な半導体装置の製造方
法が示されており、図２６に示すように、半導体素子１８０と半導体素子２８０を積層す
る構造が例示されている。
　積層される各半導体素子は、コア基材（１５０、２５０）と貫通電極（１４０、２４０
）と配線層（１５７、２５７）を有する基板（１１０、２１０）上に半田バンプ（１７０
、２７０）と半導体素子のパッド（１８２、２８２）を介して半導体素子（１８０、２８
０）が接合されたものである。また、配線層（１５７、２５７）は実装パッド（１６５、
２６５）、接続パッド（１６４、２６４）、配線（２６６）を有する。さらに、基板（１
１０、２１０）の最表面と半導体素子（１８０、２８０）との間にはアンダーフィル（１
８４、２８４）が充填されている。このような半導体素子を接合した基板を半田バンプ（
１７４、１７６）を介して接合し積層する方法が特許文献２では示されている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２においても、半導体素子をソルダーバンプによって配線基板
に接合していることから、特許文献１と同様に、半導体素子の小型化に伴うソルダーバン
プの高密度化が極めて重要となり、実際は困難に直面してしまう。また、第２基板２１０
に設けられた貫通電極の形成は、その工程が煩雑であって容易ではないといった問題点が
ある。
【０００８】
　また、配線基板に載置する半導体装置やその製造方法もしくは半導体素子を積層構造に
組み上げた半導体装置及びその製造方法の例が、特許文献３に示されている。特許文献３
では、図２７に示すように、有機基板３０１と、有機基板３０１を厚さ方向に貫通する貫
通ビア３０４と、有機基板３０１の両面に設けられ、貫通ビア３０４に電気接続された外
部電極３０５ｂ及び内部電極３０５ａと、有機基板３０１の一方の主面上に接着層３０３
を介して素子回路面を上にして搭載された半導体素子３０２と、半導体素子３０２及びそ
の周辺を封止する絶縁材料層３０６と、絶縁材料層３０６内に設けられ、一部が外部表面
に露出している金属薄膜配線層３０７と、金属薄膜配線層３０７に電気接続している金属
ビア３１０と、金属薄膜配線層３０７上に形成された外部電極３０９とを含み、金属薄膜
配線層３０７が、半導体素子３０２の素子回路面に配置された電極と、内部電極３０５ａ
と、金属ビア３１０と、金属薄膜配線層３０７上に形成された外部電極３０９とを電気的
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に接続した構造を有する半導体装置や、この半導体装置を配線基板へ載置した半導体装置
、複数の半導体素子を積層した半導体装置の製造方法が示されている。特許文献３によれ
ば、半導体素子上に多数のソルダーバンプを形成する必要がなく、半導体素子上に多数の
電極を形成することができ高密度化に相応しく、半導体装置の小型化ができるとしている
。
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献３に記載された半導体装置の構造体において、配線基板へ
の貫通ビア３０４の形成は加工が困難であることが否めない。微細ドリルを用いた加工や
レーザー加工が例示されているが、さらなる半導体装置の微細化が望まれた際、好ましい
加工技術とは言えない。
【００１０】
　また、特許文献３では、図２８に示すように、半導体素子表層に塗布されている感光性
樹脂層３１６をパターニングし、開口３１７を形成することで、半導体素子３０２上に形
成されるビア部３０８とする。さらに半導体素子の周辺に形成される絶縁材料層３０６は
、スピンコートなどを用いて形成される。しかしながら、実際は、感光性樹脂層３１６を
半導体素子３０２表層に塗布する工程と、半導体素子３０２周辺へ絶縁材料層３０６を形
成する工程の２度にわたり樹脂を供給しなければならないことから工程が煩雑であり、ま
た絶縁材料層３０６の供給をスピンコートで行った場合、半導体素子３０２の高さが重要
であって、数十μｍを超えるような高さの場合、半導体素子を乗り越えて空隙を生じさせ
ず絶縁材料層３０６を供給することは、実際は困難である。またさらに、感光性樹脂層３
１６のビア部３０８の形成と絶縁材料層３０６の金属ビア３１０の形成を別工程で行う例
や、金属ビア３１０の加工をレーザーなどで行う例が示されているが、これらの工程は煩
雑であり、合理的ではない。さらに、感光性樹脂層３１６と絶縁材料層３０６を半導体素
子３０２周辺部及び回路形成面に同時に供給することができるとあるが、実際、具体的な
方法の例示はなく、半導体素子周辺に空隙を発生させずこれらの樹脂層を供給することは
困難である。また、感光性樹脂層３１６のビア部３０８と絶縁材料層３０６の金属ビア３
１０の形成を同時に行えるともあるが、具体的な方法については記載がない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－６７０１６号公報
【特許文献２】特開２０１０－２４５５０９号公報
【特許文献３】特開２０１３－３０５９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は上記事情に鑑みなされたもので、配線基板への載置や半導体装置の積層が容易
であり、金属配線の密度が大きい場合も半導体装置の反りが抑制された半導体装置を提供
することを目的とする。
　また、このような半導体装置の製造の際に、貫通電極、電極パッド部の開口などの加工
を容易にできる半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
　さらに、このような半導体装置を積層した積層型半導体装置、これを配線基板上に載置
し封止した封止後積層型半導体装置、及びこれらの製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明では、半導体素子と、該半導体素子に電気的に接続
される半導体素子上金属パッド及び金属配線を有し、該金属配線が貫通電極及びソルダー
バンプに電気的に接続される半導体装置であって、
　前記半導体素子が載置された第一絶縁層と、前記半導体素子上に形成された第二絶縁層
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　前記金属配線は、前記第二絶縁層の上面で前記半導体素子上金属パッドを介して前記半
導体素子に電気的に接続され、前記第二絶縁層の上面から前記第二絶縁層を貫通して前記
第二絶縁層の下面で前記貫通電極に電気的に接続された半導体装置を提供する。
【００１４】
　このような半導体装置であれば、半導体素子上に微細な電極形成が施され、半導体素子
外部に貫通電極が形成されることで、配線基板への載置や半導体装置の積層が容易であり
、また第二絶縁層の両面に金属配線が形成されることで、金属配線の密度が大きい場合も
半導体装置の反りが抑制された半導体装置となる。
【００１５】
　またこのとき、前記第一絶縁層が光硬化性ドライフィルム又は光硬化性レジスト塗布膜
によって形成されたものであり、前記第二絶縁層が前記光硬化性ドライフィルムによって
形成されたものであり、前記第三絶縁層が前記光硬化性ドライフィルム又は光硬化性レジ
スト塗布膜によって形成されたものであることが好ましい。
　これにより、半導体素子の高さが数十μｍであっても半導体素子周辺に空隙などがなく
埋め込まれた半導体装置となる。
【００１６】
　またこのとき、前記半導体素子の高さが２０～１００μｍであり、前記第一絶縁層の膜
厚が１～２０μｍであり、前記第二絶縁層の膜厚が５～１００μｍであり、前記第三絶縁
層の膜厚が５～１００μｍであり、前記半導体装置の厚さが５０～３００μｍであること
が好ましい。
　これにより、半導体素子周辺に空隙などがなく埋め込まれ、かつ薄型の半導体装置とな
る。
【００１７】
　またこのとき、前記光硬化性ドライフィルムが、
（Ａ）下記一般式（１）で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が３，０００～
５００，０００のシリコーン骨格含有高分子化合物、
【化１】

（式中、Ｒ１～Ｒ４は同一でも異なっていてもよい炭素数１～８の１価炭化水素基を示す
。ｍは１～１００の整数である。ａ、ｂ、ｃ、ｄは０又は正数、かつａ、ｂ、ｃ、ｄは同
時に０になることがない。ただし、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１である。さらに、Ｘは下記一般式
（２）で示される有機基、Ｙは下記一般式（３）で示される有機基である。）
【化２】

（式中、Ｚは
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【化３】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｎは０又は１である。Ｒ５及びＲ６はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｋは０、１、２のいずれかである。）

【化４】

（式中、Ｖは

【化５】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｐは０又は１である。Ｒ７及びＲ８はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｈは０、１、２のいずれかである。）
　（Ｂ）ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性されたアミノ縮
合物、１分子中に平均して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基を有する
フェノール化合物から選ばれる１種又は２種以上の架橋剤、
　（Ｃ）波長１９０～５００ｎｍの光によって分解し、酸を発生する光酸発生剤、及び
　（Ｄ）溶剤、
を含有してなる化学増幅型ネガ型レジスト組成物材料からなる光硬化性樹脂層を有する光
硬化性ドライフィルムであることが好ましい。
　これにより、さらに反りが抑制された半導体装置となる。
【００１８】
　また、本発明では、上記の半導体装置がフリップチップ化されて複数積層された積層型
半導体装置を提供する。
　本発明の半導体装置であれば、半導体装置の積層が容易であるため、このような積層型
半導体装置に好適である。
【００１９】
　また、本発明では、上記の積層型半導体装置が電気回路を有する基板上に載置され、絶
縁封止樹脂層で封止された封止後積層型半導体装置を提供する。
　本発明の半導体装置であれば、半導体装置の配線基板への載置や半導体装置の積層が容
易であるため、このような封止後積層型半導体装置に好適である。
【００２０】
　さらに、本発明では、半導体装置の製造方法であって、
　（１）サポート基板に仮接着剤を塗布し、該仮接着剤上にレジスト組成物材料を光硬化
性樹脂層として用いた膜厚１～２０μｍの第一絶縁層を形成する工程と、
　（２）前記第一絶縁層に対してマスクを介したリソグラフィーによってパターニングを
行って貫通電極となるホールパターンを形成後、ベークすることで前記第一絶縁層を硬化
させる工程と、
　（３）前記第一絶縁層にスパッタリングによるシード層形成を行い、その後前記貫通電
極となるホールパターンをメッキによって埋め、貫通電極と接続される金属配線を形成す
る工程と、
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　（４）上部表面に電極パッドが露出した高さ２０～１００μｍの半導体素子を、前記硬
化後の第一絶縁層上へダイボンディング剤を用いてダイボンディングする工程と、
　（５）膜厚５～１００μｍである光硬化性樹脂層が支持フィルムと保護フィルムで挟ま
れた構造を有し、該光硬化性樹脂層がレジスト組成物材料からなる光硬化性ドライフィル
ムを準備する工程と、
　（６）前記第一絶縁層上へダイボンディングされた半導体素子を覆うように前記光硬化
性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネートすることで第二絶縁層を形成する工程と
、
　（７）前記第二絶縁層に対して、マスクを介したリソグラフィーによってパターニング
を行い、前記電極パッド上の開口と、前記貫通電極と接続される金属配線上に前記第二絶
縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、前記貫通電極を形成するための開口を
同時に形成した後、ベークすることで前記第二絶縁層を硬化させる工程と、
　（８）硬化後、スパッタリングによるシード層形成を行い、その後前記電極パッド上の
開口と、前記第二絶縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、前記貫通電極を形
成するための開口をメッキによって埋めて、半導体素子上金属パッドと、前記第二絶縁層
を貫通する金属配線と、貫通電極とを形成するとともに、前記メッキによって形成された
前記半導体素子上金属パッドと前記第二絶縁層を貫通する金属配線をメッキによる金属配
線によってつなぐ工程と、
　（９）金属配線の形成後、前記光硬化性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネート
する又は前記光硬化性ドライフィルムに用いたレジスト組成物材料をスピンコートするこ
とで第三絶縁層を形成する工程と、
　（１０）前記第三絶縁層に対して、マスクを介したリソグラフィーによってパターニン
グを行い、前記貫通電極上部に開口を形成した後、ベークすることで前記第三絶縁層を硬
化させる工程と、
　（１１）硬化後、前記貫通電極上部の開口にソルダーバンプを形成する工程、
を有する半導体装置の製造方法を提供する。
【００２１】
　このような半導体装置の製造方法であれば、半導体素子上に微細な電極形成を施し、半
導体素子外部に貫通電極を形成することで、配線基板への載置や半導体装置の積層を容易
にでき、また貫通電極、電極パッド部の開口などの加工を容易にできる。また、光硬化性
ドライフィルムを用いることで、半導体素子の高さが数十μｍであっても半導体素子周辺
に空隙などがなく埋め込まれた半導体装置とすることができる。さらに、第二絶縁層の両
面に金属配線を形成することで、金属配線の密度が大きい場合も半導体装置の反りを抑制
することができる。
【００２２】
　またこのとき、前記工程（５）で準備される光硬化性ドライフィルムを
（Ａ）下記一般式（１）で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が３，０００～
５００，０００のシリコーン骨格含有高分子化合物、
【化６】

（式中、Ｒ１～Ｒ４は同一でも異なっていてもよい炭素数１～８の１価炭化水素基を示す
。ｍは１～１００の整数である。ａ、ｂ、ｃ、ｄは０又は正数、かつａ、ｂ、ｃ、ｄは同
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時に０になることがない。但し、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１である。更に、Ｘは下記一般式（２
）で示される有機基、Ｙは下記一般式（３）で示される有機基である。）
【化７】

（式中、Ｚは
【化８】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｎは０又は１である。Ｒ５及びＲ６はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｋは０、１、２のいずれかである。）

【化９】

（式中、Ｖは
【化１０】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｐは０又は１である。Ｒ７及びＲ８はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｈは０、１、２のいずれかである。）
　（Ｂ）ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性されたアミノ縮
合物、１分子中に平均して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基を有する
フェノール化合物から選ばれる１種又は２種以上の架橋剤、
　（Ｃ）波長１９０～５００ｎｍの光によって分解し、酸を発生する光酸発生剤、及び
　（Ｄ）溶剤、
を含有してなる化学増幅型ネガ型レジスト組成物材料からなる光硬化性樹脂層を有する光
硬化性ドライフィルムとすることが好ましい。
　これにより、個片化した際に懸念される半導体装置の反りを軽減することができるため
、個片化後の半導体装置の積層や配線基板への載置がさらに容易になる。
【００２３】
　また、前記工程（６）において、前記第二絶縁層を機械的にプレスする工程を含むこと
が好ましい。
　これにより、半導体素子上の第二絶縁層の厚さを薄くすることや、均一化することがで
き、また第二絶縁層を平坦化することができる。
【００２４】
　またこのとき、前記工程（１１）において、前記貫通電極上部の開口にメッキによって
貫通電極上金属パッドを形成する工程と、
　前記貫通電極上金属パッド上にソルダーボールを形成し、ソルダーバンプとする工程、
を有する方法で、貫通電極上部の開口にソルダーバンプを形成することができる。
【００２５】



(12) JP 6031059 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

　また、前記工程（８）のメッキによる前記貫通電極の形成において、ＳｎＡｇによるメ
ッキを行う工程を含み、
　前記工程（１０）において、前記貫通電極上部に開口を形成するようにパターニングを
行うことで、前記メッキされたＳｎＡｇを露出させる工程と、
　前記工程（１１）において、前記メッキされたＳｎＡｇを溶融することで前記貫通電極
上部の開口において電極を隆起させてソルダーバンプを形成する工程、
を有する方法であれば、さらに容易かつ合理的に前記貫通電極上部の開口にソルダーバン
プを形成することができる。
【００２６】
　また、前記工程（１１）の後に、前記工程（１）で第一絶縁層と仮接着したサポート基
板を除去する工程と、
　前記基板を除去した後、ダイシングすることで個片化する工程、
を行うことで、個片化された半導体装置を製造することができる。
【００２７】
　また、上記の製造方法でダイシングによって個片化された半導体装置の複数を、絶縁樹
脂層を挟んで、前記ソルダーバンプによって電気的に接合し、積層する積層型半導体装置
を製造することができる。
【００２８】
　さらに、上記の製造方法で製造した積層型半導体装置を、電気回路を有した基板に載置
する工程と、
　前記基板に載置された積層型半導体装置を絶縁封止樹脂層で封止する工程、
を有する方法で封止後積層型半導体装置を製造することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の半導体装置及びその製造方法によれば、以下に示すような効果を付与すること
ができる。
　即ち、サポート基板上に形成された第一絶縁層上へ載置された半導体素子周辺を、レジ
スト組成物材料を光硬化性樹脂層に用いた光硬化性ドライフィルムによって埋め込む際、
光硬化性樹脂層が膜厚５～１００μｍであることから、半導体素子の高さが数十μｍであ
った場合でも半導体素子周辺に空隙など生じさせることなく、光硬化性ドライフィルムを
埋め込むことが可能となり、さらに容易である。
【００３０】
　サポート基板上に形成された第一絶縁層上へ載置された半導体素子周辺を、レジスト組
成物材料を光硬化性樹脂層に用いた光硬化性ドライフィルムによってラミネートした後に
、半導体素子上の光硬化性樹脂層（第二絶縁層）を機械的にプレスすることで、膜厚の調
整、薄膜化が可能である利点を有し、機械的プレスは半導体素子外周のラミネートされた
光硬化性樹脂層の膜厚の均一化、平坦化が可能である利点を有している。
【００３１】
　ラミネートされた光硬化性ドライフィルム（第二絶縁層）において、半導体素子上にあ
る電極パッド上の開口と、第二絶縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、貫通
電極となる開口の形成を、マスクを介したリソグラフィーによるパターニングで一括、同
時に行うことができる。
【００３２】
　半導体素子を有した構造体を三次元積層したり、配線基板上に載置したりする際に電極
となる、貫通電極ビア（ＴＭＶ＝Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｍｅｔａｌ　Ｖｉａ）は、周知汎用な
マスクを介したリソグラフィー技術を用いることで容易に形成することができる。
【００３３】
　半導体素子上の電極パッド上の開口と、第二絶縁層を貫通する金属配線を形成するため
の開口と、貫通電極形成用の開口をメッキによって埋め、半導体素子上金属パッドと、第
二絶縁層を貫通する金属配線と、貫通電極を形成し、半導体素子上金属パッドと第二絶縁
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層を貫通する金属配線がメッキによって金属配線された配線上へ、光硬化性ドライフィル
ムをラミネートすることで再度積層を行い、半導体素子の外部に配置した貫通電極（ＴＭ
Ｖ）上部に開口を形成するパターニングを行い、貫通電極上部の開口に形成した貫通電極
上金属パッドの上に、ソルダーボールを形成することで、サポート基板を外した後に個片
化する方法は、半導体装置を容易に製造できる方法である。
【００３４】
　さらに容易かつ合理的に半導体装置を製造する方法として、貫通電極（ＴＭＶ）のメッ
キ埋め込みにおいて、ＳｎＡｇによるメッキを行う工程を含み、光硬化性ドライフィルム
をラミネートすることで再度積層を行い、貫通電極上部に開口を形成するパターニングを
行った後に、ＳｎＡｇのメッキを露出させる工程と、パターニング後、ベークによってフ
ィルムを硬化させる工程を経た後に、メッキによって充填されたＳｎＡｇを溶融すること
で貫通電極開口部へ隆起させる方法を提供する。
【００３５】
　サポート基板上に形成された第一絶縁層とサポート基板との接着が仮接着剤にて行われ
、次いでサポート基板を容易に除去する工程と、サポート基板を外した後にダイシングす
ることで個片化することは、個片化された半導体装置を製造することに対し、容易かつ合
理的である。
【００３６】
　上記製造方法で得た個片化された半導体装置は、上部はソルダーボールや隆起したＳｎ
Ａｇであるソルダーバンプが突出し、下部は基板を外すことで貫通電極を容易に露出させ
ることができるので、個片化した半導体装置の複数を突出したソルダーバンプと露出した
電極を用いて、容易に電気的に接合でき、積層することができるので非常に合理的である
。
【００３７】
　また、従来の半導体素子上金属パッド側だけに金属配線を施した片面配線パターンでは
、配線密度が大きくなると、半導体装置自体の反りが大きくなる傾向があるが、本発明の
半導体装置は、第二絶縁層の両面に金属配線が形成されることで、配線密度が大きくなっ
ても半導体装置自体の反りを抑制できる。また、今後将来、半導体装置の信号数の増加に
対応するためにも多層配線が要求されることから半導体装置自体の反りを極めて小さくす
ることが重要となるが、第二絶縁層の両面に金属配線を施した本発明の半導体装置は、反
りを極めて小さくできるため、多層配線にも好適である。
【００３８】
　また、本発明における化学増幅型ネガ型レジスト組成物材料を光硬化性樹脂層に用いた
場合、個片化した際に懸念される半導体装置の反りを軽減することが可能であるため、積
層や配線基板への載置に好適である。
【００３９】
　以上のように、本発明の半導体装置であれば、半導体素子上に微細な電極形成が施され
、半導体素子外部に貫通電極を施されることで、配線基板への載置や半導体装置の積層が
容易であり、さらに半導体素子の高さが数十μｍであっても半導体素子周辺に空隙などが
なく埋め込まれ、金属配線の密度が大きい場合も半導体装置の反りが抑制された半導体装
置となる。
　また、本発明の半導体装置の製造方法であれば、半導体素子上に微細な電極形成を施し
、半導体素子外部に貫通電極を施すことで、配線基板への載置や半導体装置の積層を容易
にでき、また貫通電極、電極パッド部の開口などの加工を容易にできる。
　さらに、このようにして得られた本発明の半導体装置は、配線基板への載置や半導体装
置の積層が容易であるため、半導体装置を積層させた積層型半導体装置やこれを配線基板
に載置し封止した封止後積層型半導体装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の半導体装置の一例を示す概略断面図である。
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【図２】本発明の積層型半導体装置の一例を示す概略断面図である。
【図３】本発明の封止後積層型半導体装置の一例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（１）を説明するための概略
断面図である。
【図５】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（２）を説明するための概略
断面図である。
【図６】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（３）を説明するための概略
断面図である。
【図７】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（４）を説明するための概略
断面図である。
【図８】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（６）を説明するための概略
断面図である。
【図９】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（７）を説明するための概略
断面図である。
【図１０】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（８）を説明するための概
略断面図である。
【図１１】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（８）を説明するための概
略断面図である。
【図１２】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（９）を説明するための概
略断面図である。
【図１３】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（１０）を説明するための
概略断面図である。
【図１４】本発明の半導体装置の製造方法の一例における工程（１１）を説明するための
概略断面図である。
【図１５】本発明の半導体装置の製造方法の別の一例における工程（８）を説明するため
の概略断面図である。
【図１６】本発明の半導体装置の製造方法の別の一例における工程（１１）を説明するた
めの概略断面図である。
【図１７】本発明の半導体装置の製造方法において個片化した半導体装置の一例を示す概
略断面図である。
【図１８】本発明の半導体装置の製造方法において個片化した半導体装置の別の一例を示
す概略断面図である。
【図１９】本発明の積層型半導体装置の製造方法の一例を説明するための概略断面図であ
る。
【図２０】本発明の積層型半導体装置の製造方法の別の一例を説明するための概略断面図
である。
【図２１】配線基板上に載置した本発明の積層型半導体装置の一例を示す概略断面図であ
る。
【図２２】配線基板上に載置した本発明の積層型半導体装置の別の一例を示す概略断面図
である。
【図２３】本発明の封止後積層型半導体装置の製造方法の一例を説明するための概略断面
図である。
【図２４】本発明の封止後積層型半導体装置の製造方法の別の一例を説明するための概略
断面図である。
【図２５】従来の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図２６】従来の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図２７】従来の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図２８】従来の半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
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　上述のように半導体装置においてさらなる小型化、薄型化及び高密度化への要求が急速
に高まっており、配線基板への載置や半導体装置の積層が容易な半導体装置及びその製造
方法の開発が求められていた。また、今後将来、半導体装置の信号数の増加に対応するた
めにも多層配線が要求されることから、多層配線など金属配線の密度を大きくした場合も
半導体装置自体の反りを抑制できる半導体装置及びその製造方法の開発が求められていた
。
【００４２】
　本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、下記に示す工程を行う
ことによって、課題を克服し、容易に半導体装置及び積層型半導体装置を製造できること
を見出し、本発明を成すに至った。
【００４３】
　まず、仮接着剤を塗布したサポート基板上に、レジスト組成物材料を用いて第一絶縁層
を形成し、この第一絶縁層に対してパターニングを行い、貫通電極となるホールパターン
を形成する。ベークによる硬化後、貫通電極となるホールパターンをメッキによって埋め
て、貫通電極と接続される金属配線を形成し、第一絶縁層上に半導体素子をダイボンディ
ングする。次に、ダイボンディングされた半導体素子周辺を、レジスト組成物材料を光硬
化性樹脂層に用いた光硬化性ドライフィルムでラミネートすることで、半導体素子周辺に
空隙など生じさせることなくフィルムを埋め込むことができる（第二絶縁層の形成）。こ
の第二絶縁層に対してマスクを介したリソグラフィーによってパターニングを行うことで
、電極パッド上の開口と、第二絶縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、貫通
電極を形成するための開口とを同時に形成できるため、容易に加工できることを知見し、
本発明を成すに至った。
【００４４】
　さらに、ベークによって第二絶縁層を硬化させた後、電極パッド上の開口と、第二絶縁
層を貫通する金属配線を形成するための開口と、貫通電極を形成するための開口とをメッ
キによって埋めて、半導体素子上金属パッドと、第二絶縁層を貫通する金属配線と、貫通
電極とを形成するとともに、メッキによって形成された半導体素子上金属パッドと第二絶
縁層を貫通する金属配線をメッキによる金属配線によってつなぐ。その後、この上から第
三絶縁層を形成し、第三絶縁層に対してパターニングを行って貫通電極上部に開口を形成
し、硬化させた後この開口にソルダーバンプを形成する。さらに、仮接着剤で接着してい
たサポート基板を除去し、ダイシングすることで個片化することは、非常に合理的に半導
体装置を形成できる方法であり、本発明の目的を具現化している。
【００４５】
　また、上記製造方法で製造された半導体装置であれば、第二絶縁層の両面に金属配線が
形成されることで、配線密度が大きくなっても半導体装置自体の反りを抑制できることを
見出した。
【００４６】
　さらに、上記製造方法で製造された半導体装置は、上部はソルダーバンプが突出し、下
部はサポート基板を除去することで貫通電極を容易に露出させることができるので、半導
体装置の複数を突出したソルダーバンプと露出した電極を用いて、容易に電気的に接合で
き、積層することができること知見し、また、積層した半導体装置を配線基板に容易に載
置できることを知見し、本発明を完成させた。
【００４７】
　即ち、本発明は、半導体素子と、該半導体素子に電気的に接続される半導体素子上金属
パッド及び金属配線を有し、該金属配線が貫通電極及びソルダーバンプに電気的に接続さ
れる半導体装置であって、
　前記半導体素子が載置された第一絶縁層と、前記半導体素子上に形成された第二絶縁層
と、該第二絶縁層上に形成された第三絶縁層とを有し、
　前記金属配線は、前記第二絶縁層の上面で前記半導体素子上金属パッドを介して前記半
導体素子に電気的に接続され、前記第二絶縁層の上面から前記第二絶縁層を貫通して前記
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【００４８】
　以下、図面を参照しながら本発明について詳細に説明するが、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
【００４９】
　本発明の半導体装置１は、図１に示すように、半導体素子２と、半導体素子２に電気的
に接続される半導体素子上金属パッド３及び金属配線４を有し、金属配線４が貫通電極５
及びソルダーバンプ６に電気的に接続される半導体装置であって、半導体素子２が載置さ
れた第一絶縁層７と、半導体素子２上に形成された第二絶縁層８と、第二絶縁層８上に形
成された第三絶縁層９とを有し、
　金属配線４は、第二絶縁層８の上面で半導体素子上金属パッド３を介して半導体素子２
に電気的に接続され、第二絶縁層８の上面から第二絶縁層８を貫通して第二絶縁層８の下
面で貫通電極５に電気的に接続された半導体装置である。
【００５０】
　なお、金属配線４は、第二絶縁層８の上面で半導体素子上金属パッド３と接続される金
属配線（上面金属配線）４ａ、第二絶縁層８の下面で貫通電極５と接続される金属配線（
下面金属配線）４ｂ、第二絶縁層８を貫通し、上面金属配線４ａと下面金属配線４ｂを接
続する金属配線（貫通金属配線）４ｃからなる。
　また、図１の半導体装置１では、半導体素子２はダイボンディング剤１０によって第一
絶縁層７にダイボンディングされている。
【００５１】
　このような半導体装置であれば、半導体素子上に微細な電極形成が施され、半導体素子
外部に貫通電極を施されることで、配線基板への載置や半導体装置の積層が容易であり、
また第二絶縁層の両面に金属配線が形成されることで、金属配線の密度が大きい場合も半
導体装置の反りが抑制された半導体装置となる。
【００５２】
　またこのとき、第一絶縁層７が光硬化性ドライフィルム又は光硬化性レジスト塗布膜に
よって形成されたものであり、第二絶縁層８が光硬化性ドライフィルムによって形成され
たものであり、第三絶縁層９が光硬化性ドライフィルム又は光硬化性レジスト塗布膜によ
って形成されたものであれば、半導体素子２の高さが数十μｍであっても半導体素子周辺
に空隙などがなく埋め込まれた半導体装置となるため、好ましい。
【００５３】
　またこのとき、半導体素子２の高さが２０～１００μｍであり、第一絶縁層７の膜厚が
１～２０μｍであり、第二絶縁層８の膜厚が５～１００μｍであり、第三絶縁層９の膜厚
が５～１００μｍであり、半導体装置１の厚さが５０～３００μｍであれば、半導体素子
周辺に空隙などがなく埋め込まれ、かつ薄型の半導体装置となるため、好ましい。
【００５４】
　またこのとき、上記の第一絶縁層７、第二絶縁層８、及び第三絶縁層９の形成に用いら
れる光硬化性ドライフィルムが、反りの抑止、残留応力の低減、信頼性や加工特性の向上
等の点から、以下の（Ａ）～（Ｄ）成分を含有してなる化学増幅型ネガ型レジスト組成物
材料からなる光硬化性樹脂層を有する光硬化性ドライフィルムであることが好ましい。
　なお、もちろん、他の感光性樹脂を用いることもできる。
【００５５】
　（Ａ）成分は、下記一般式（１）で示される繰り返し単位を有する重量平均分子量が３
，０００～５００，０００のシリコーン骨格含有高分子化合物である。
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【化１１】

（式中、Ｒ１～Ｒ４は同一でも異なっていてもよい炭素数１～８の１価炭化水素基を示す
。ｍは１～１００の整数である。ａ、ｂ、ｃ、ｄは０又は正数、かつａ、ｂ、ｃ、ｄは同
時に０になることがない。ただし、ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１である。さらに、Ｘは下記一般式
（２）で示される有機基、Ｙは下記一般式（３）で示される有機基である。）

【化１２】

（式中、Ｚは
【化１３】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｎは０又は１である。Ｒ５及びＲ６はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｋは０、１、２のいずれかである。）
【化１４】

（式中、Ｖは
【化１５】

のいずれかより選ばれる２価の有機基であり、ｐは０又は１である。Ｒ７及びＲ８はそれ
ぞれ炭素数１～４のアルキル基又はアルコキシ基であり、相互に異なっていても同一でも
よい。ｈは０、１、２のいずれかである。）
【００５６】
　（Ｂ）成分は、ホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性された
アミノ縮合物、１分子中に平均して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基
を有するフェノール化合物から選ばれる１種又は２種以上の架橋剤である。
　（Ｃ）成分は、波長１９０～５００ｎｍの光によって分解し、酸を発生する光酸発生剤
である。
　（Ｄ）成分は、溶剤である。
【００５７】
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　（Ｂ）成分の架橋剤としては、公知のものを使用することができるが、ホルムアルデヒ
ド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性されたアミノ縮合物及び１分子中に平均
して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基を有するフェノール化合物から
選ばれる１種又は２種以上を用いることができる。
【００５８】
　このようなホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変性されたアミ
ノ縮合物としては、例えばホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールにより変
性されたメラミン縮合物、又はホルムアルデヒド又はホルムアルデヒド－アルコールによ
り変性された尿素縮合物が挙げられる。
　なお、これら変性メラミン縮合物及び変性尿素縮合物は１種又は２種以上を、混合して
使用することができる。
【００５９】
　また、１分子中に平均して２個以上のメチロール基又はアルコキシメチロール基を有す
るフェノール化合物としては、例えば（２－ヒドロキシ－５－メチル）－１，３－ベンゼ
ンジメタノール、２，２’，６，６’－テトラメトキシメチルビスフェノールＡ等が挙げ
られる。
　なお、これらフェノール化合物は１種又は２種以上を、混合して使用することができる
。
【００６０】
　（Ｃ）成分の酸発生剤としては、波長１９０～５００ｎｍの光照射により酸を発生し、
これが硬化触媒となるものを用いることができる。
　このような光酸発生剤としては、オニウム塩、ジアゾメタン誘導体、グリオキシム誘導
体、β－ケトスルホン誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホネート誘導体、
スルホン酸エステル誘導体、イミド－イル－スルホネート誘導体、オキシムスルホネート
誘導体、イミノスルホネート誘導体、トリアジン誘導体等が挙げられる。
【００６１】
　（Ｄ）成分の溶剤としては、（Ａ）シリコーン骨格含有高分子化合物、（Ｂ）架橋剤、
及び（Ｃ）光酸発生剤が溶解可能であるものを用いることができる。
　このような溶剤としては、例えばシクロヘキサノン、シクロペンタノン、メチル－２－
ｎ－アミルケトン等のケトン類；３－メトキシブタノール、３－メチル－３－メトキシブ
タノール、１－メトキシ－２－プロパノール、１－エトキシ－２－プロパノール等のアル
コール類；プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエ
ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー
テル、プロピレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル
等のエーテル類；プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリ
コールモノエチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチル、３
－メトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、酢酸ｔｅｒｔ－ブチ
ル、プロピオン酸ｔｅｒｔ－ブチル、プロピレングリコール－モノ－ｔｅｒｔ－ブチルエ
ーテルアセテート、γ－ブチロラクトン等のエステル類等が挙げられる。
【００６２】
　また、第一絶縁層７と第三絶縁層９は、上記の（Ａ）～（Ｄ）成分を含有してなる化学
増幅型ネガ型レジスト組成物材料をスピンコート等により塗布した光硬化性レジスト塗布
膜であってもよく、もちろん、他の感光性樹脂をスピンコート等により塗布した光硬化性
レジスト塗布膜であってもよい。
【００６３】
　さらに、本発明では、上記の半導体装置がフリップチップ化されて複数積層された積層
型半導体装置を提供する。
　本発明の積層型半導体装置１１は、図２に示すように、上述の半導体装置１がフリップ
チップ化されて貫通電極５とソルダーバンプ６によって電気的に接合され、複数積層され
たものであり、各半導体装置間には絶縁樹脂層１２が封入されていてもよい。
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【００６４】
　また、本発明では、上記の積層型半導体装置が電気回路を有する基板上に載置され、絶
縁封止樹脂層で封止された封止後積層型半導体装置を提供する。
　本発明の封止後積層型半導体装置１３は、図３に示すように、上述の積層型半導体装置
１１が電気回路を有した基板（配線基板１４）上にソルダーバンプ６を介して載置され、
絶縁封止樹脂層１５で封止されたものである。
【００６５】
　上述のような半導体装置は、以下に示す本発明の半導体装置の製造方法によって製造す
ることができる。本発明の半導体装置の製造方法は、
　（１）サポート基板に仮接着剤を塗布し、該仮接着剤上にレジスト組成物材料を光硬化
性樹脂層として用いた膜厚１～２０μｍの第一絶縁層を形成する工程と、
　（２）前記第一絶縁層に対してマスクを介したリソグラフィーによってパターニングを
行って貫通電極となるホールパターンを形成後、ベークすることで前記第一絶縁層を硬化
させる工程と、
　（３）前記第一絶縁層にスパッタリングによるシード層形成を行い、その後前記貫通電
極となるホールパターンをメッキによって埋め、貫通電極と接続される金属配線を形成す
る工程と、
　（４）上部表面に電極パッドが露出した高さ２０～１００μｍの半導体素子を、前記硬
化後の第一絶縁層上へダイボンディング剤を用いてダイボンディングする工程と、
　（５）膜厚５～１００μｍである光硬化性樹脂層が支持フィルムと保護フィルムで挟ま
れた構造を有し、該光硬化性樹脂層がレジスト組成物材料からなる光硬化性ドライフィル
ムを準備する工程と、
　（６）前記第一絶縁層上へダイボンディングされた半導体素子を覆うように前記光硬化
性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネートすることで第二絶縁層を形成する工程と
、
　（７）前記第二絶縁層に対して、マスクを介したリソグラフィーによってパターニング
を行い、前記電極パッド上の開口と、前記貫通電極と接続される金属配線上に前記第二絶
縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、前記貫通電極を形成するための開口を
同時に形成した後、ベークすることで前記第二絶縁層を硬化させる工程と、
　（８）硬化後、スパッタリングによるシード層形成を行い、その後前記電極パッド上の
開口と、前記第二絶縁層を貫通する金属配線を形成するための開口と、前記貫通電極を形
成するための開口をメッキによって埋めて、半導体素子上金属パッドと、前記第二絶縁層
を貫通する金属配線と、貫通電極とを形成するとともに、前記メッキによって形成された
前記半導体素子上金属パッドと前記第二絶縁層を貫通する金属配線をメッキによる金属配
線によってつなぐ工程と、
　（９）金属配線の形成後、前記光硬化性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネート
する又は前記光硬化性ドライフィルムに用いたレジスト組成物材料をスピンコートするこ
とで第三絶縁層を形成する工程と、
　（１０）前記第三絶縁層に対して、マスクを介したリソグラフィーによってパターニン
グを行い、前記貫通電極上部に開口を形成した後、ベークすることで前記第三絶縁層を硬
化させる工程と、
　（１１）硬化後、前記貫通電極上部の開口にソルダーバンプを形成する工程、
を有する。
【００６６】
　以下、各工程について詳しく説明する。
　まず、工程（１）では、図４に示すように、サポート基板１６に仮接着剤１７を塗布し
、仮接着剤１７上にレジスト組成物材料を光硬化性樹脂層として用いた膜厚１～２０μｍ
の第一絶縁層７を形成する。
【００６７】
　サポート基板１６としては、特に限定されないが、例えばシリコンウェハーやガラス基
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板等を用いることができる。
　また、仮接着剤１７としては、特に限定されないが、例えば熱可塑性樹脂が好ましい。
オレフィン系熱可塑性エラストマー、ポリブタジエン系熱可塑性エラストマー、スチレン
系熱可塑性エラストマー、スチレン・ブタジエン系熱可塑性エラストマー、スチレン・ポ
リオレフィン系熱可塑性エラストマーなどが挙げられ、特に耐熱性に優れた水素添加ポリ
スチレン系エラストマーが好適である。具体的にはタフテック（旭化成ケミカルズ製）、
エスポレックスＳＢシリーズ（住友化学製）、ラバロン（三菱化学製）、セプトン（クラ
レ製）、ＤＹＮＡＲＯＮ（ＪＳＲ製）などが挙げられる。またゼオネックス（日本ゼオン
製）に代表されるシクロオレフィンポリマーおよびＴＯＰＡＳ（日本ポリプラスチック製
）に代表される環状オレフィンコポリマーが挙げられる。またシリコーン系熱可塑性樹脂
も用いることができる。例えばジメチルシリコーン、フェニルシリコーン、アルキル変性
シリコーン、シリコーンレジンが好適に用いられる。具体的には、ＫＦ９６、ＫＦ５４、
Ｘ－４０－９８００（いずれも信越化学製）が挙げられる。
【００６８】
　また、第一絶縁層７は、上述のように、例えば（Ａ）～（Ｄ）成分を含有してなる化学
増幅型ネガ型レジスト組成物材料からなる光硬化性樹脂層を有する光硬化性ドライフィル
ムを用いてラミネートを行う、あるいはこのレジスト組成物材料をスピンコート等により
塗布することで形成することができる。もちろん、他の感光性樹脂を用いることもできる
。
　第一絶縁層の膜厚は、１～２０μｍ、好ましくは５～１０μｍであり、このような膜厚
であれば、製造する半導体装置を薄型化できるため好ましい。
【００６９】
　次に、工程（２）では、第一絶縁層７に対してマスクを介したリソグラフィーによって
パターニングを行い、図５に示すように貫通電極となるホールパターンＡを形成後、ベー
クすることで第一絶縁層７を硬化させる。
【００７０】
　このパターニングでは、第一絶縁層７を形成した後に、露光し、露光後加熱処理（ポス
トエクスポージャベーク；ＰＥＢ）を行い、現像し、さらに、必要に応じて後硬化してパ
ターンを形成する。即ち、公知のリソグラフィー技術を用いてパターンの形成を行うこと
ができる。
【００７１】
　ここで、第一絶縁層の光硬化反応を効率的に行うため又は第一絶縁層７とサポート基板
１６との密着性を向上させる、もしくは密着した第一絶縁層７の平坦性を向上させる目的
で、必要に応じて予備加熱（プリベーク）を行ってもよい。プリベークは、例えば４０～
１４０℃で１分間～１時間程度行うことができる。
【００７２】
　次に、フォトマスクを介して波長１９０～５００ｎｍの光で露光して、硬化させる。フ
ォトマスクは、例えば所望のパターンをくり貫いたものであってもよい。なお、フォトマ
スクの材質は波長１９０～５００ｎｍの光を遮蔽するものが好ましく、例えばクロム等が
好適に用いられるがこれに限定されるものではない。
【００７３】
　波長１９０～５００ｎｍの光としては、例えば放射線発生装置により発生させた種々の
波長の光、例えば、ｇ線、ｉ線等の紫外線光、遠紫外線光（２４８ｎｍ、１９３ｎｍ）等
が挙げられる。そして、波長は好ましくは２４８～４３６ｎｍである。露光量は、例えば
１０～３，０００ｍＪ／ｃｍ２が好ましい。このように露光することで、露光部分が架橋
して現像液に不溶なパターンが形成される。
【００７４】
　さらに、現像感度を高めるために、ＰＥＢを行う。ＰＥＢは、例えば４０～１４０℃で
０．５～１０分間とすることができる。
【００７５】
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　その後、現像液にて現像する。好ましい現像液としてＩＰＡやＰＧＭＥＡといった有機
溶剤が挙げられる。また好ましいアルカリ水溶液である現像液は、例えば２．３８％のテ
トラメチルヒドロキシアンモニウム（ＴＭＡＨ）水溶液である。本発明の半導体装置の製
造方法では、現像液としては有機溶剤が好ましく用いられる。
　現像は、通常の方法、例えばパターンが形成された基板を現像液に浸漬すること等によ
り行うことができる。その後、必要に応じて、洗浄、リンス、乾燥等を行い、所望のパタ
ーンを有する光硬化性樹脂層の皮膜（第一絶縁層）が得られる。
【００７６】
　次に、このようにしてパターンが形成された第一絶縁層をオーブンやホットプレートを
用いて、好ましくは温度１００～２５０℃、より好ましくは１５０～２２０℃、さらに好
ましくは１７０～１９０℃でベークし、硬化させる（後硬化）。後硬化温度が１００～２
５０℃であれば、第一絶縁層の架橋密度を上げ、残存する揮発成分を除去でき、サポート
基板に対する密着力、耐熱性や強度、さらに電気特性の観点から好ましい。そして、後硬
化時間は１０分間～１０時間とすることができる。
【００７７】
　次に、工程（３）では、第一絶縁層７にスパッタリングによるシード層形成を行い、そ
の後貫通電極となるホールパターンＡをメッキによって埋め、図６に示すように、貫通電
極と接続される金属配線（下面金属配線）４ｂを形成する。
【００７８】
　メッキを行う際は、例えば、第一絶縁層７上にスパッタリングによってシード層を形成
した後、メッキレジストのパターニングを行い、その後電解メッキなどを行って貫通電極
となるホールパターンＡに金属メッキの埋め込みと、下面金属配線４ｂの形成を行う。金
属配線を形成した後にシード層をエッチングにより除去し、第一絶縁層７を露出させる。
　なお、下面金属配線４ｂは、所望の配線幅になるように適宜調整すればよいが、特に０
．１～１０μｍの厚さとなるように、第一絶縁層上に形成することが好ましい。
【００７９】
　次に、工程（４）では、図７に示すように、上部表面に電極パッドが露出した高さ２０
～１００μｍの半導体素子２を、硬化後の第一絶縁層７上へダイボンディング剤１０を用
いてダイボンディングする。
　なお、ダイボンディング剤１０は公知の接着剤でよい。
　また、半導体素子２の高さが２０～１００μｍであれば、製造する半導体装置を薄型化
できるため好ましい。
【００８０】
　次に、工程（５）では、膜厚５～１００μｍである光硬化性樹脂層が支持フィルムと保
護フィルムで挟まれた構造を有し、該光硬化性樹脂層がレジスト組成物材料からなる光硬
化性ドライフィルムを準備する。
【００８１】
　以下、本発明に用いられる光硬化性ドライフィルムとその製造方法について詳しく説明
する。
　本発明の半導体装置の製造方法において、第二絶縁層の形成に用いられる光硬化性ドラ
イフィルムは、膜厚５～１００μｍである光硬化性樹脂層が支持フィルムと保護フィルム
で挟まれた構造を有し、光硬化性樹脂層がレジスト組成物材料からなるものである。
【００８２】
　本発明の半導体装置の製造方法において、第二絶縁層の形成に用いられる光硬化性ドラ
イフィルムの光硬化性樹脂層の膜厚は５～１００μｍであり、このような膜厚であれば、
製造する半導体装置を薄型化できるため好ましい。
　なお、第一絶縁層及び第三絶縁層の形成に光硬化性ドライフィルムを用いる場合は、光
硬化性樹脂層の膜厚を任意の厚みにしたものを準備して使用すればよい。
【００８３】
　本発明に用いられる光硬化性ドライフィルムでは、感光性材料の組成物の各成分を撹拌
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混合し、その後フィルター等により濾過することにより、光硬化性樹脂層を形成するレジ
スト組成物材料を調製することができる。
　ここで、レジスト組成物材料としては、上述の（Ａ）～（Ｄ）成分を含有してなる化学
増幅型ネガ型レジスト組成物材料が好適である。
　なお、もちろん、他の感光性樹脂を用いることもできる。
【００８４】
　本発明に用いられる光硬化性ドライフィルムにおいて使用される支持フィルムは、単一
でも複数の重合体フィルムを積層した多層フィルムでもよい。なお、ドライフィルムは、
支持フィルム及び保護フィルムで挟まれているフィルムである。
　支持フィルムの材質としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポ
リエチレンテレフタレート等の合成樹脂フィルム等が挙げられ、適度の可撓性、機械的強
度及び耐熱性を有するポリエチレンテレフタレートが好ましい。また、これらのフィルム
については、コロナ処理や剥離剤が塗布されたような各種処理が行われたものでもよい。
これらは市販品を使用することができ、例えばセラピールＷＺ（ＲＸ）、セラピールＢＸ
８（Ｒ）（以上、東レフィルム加工（株）製）、Ｅ７３０２、Ｅ７３０４（以上、東洋紡
績（株）製）、ピューレックスＧ３１、ピューレックスＧ７１Ｔ１（以上、帝人デュポン
フィルム（株）製）、ＰＥＴ３８×１－Ａ３、ＰＥＴ３８×１－Ｖ８、ＰＥＴ３８×１－
Ｘ０８（以上、ニッパ（株）製）等が挙げられる。
【００８５】
　本発明に用いられる光硬化性ドライフィルムにおいて使用される保護フィルムは、上述
した支持フィルムと同様のものを用いることができるが、適度の可撓性を有するポリエチ
レンテレフタレート及びポリエチレンが好ましい。これらは市販品を使用することができ
、ポリエチレンテレフタレートとしてはすでに例示したもの、ポリエチレンとしては、例
えばＧＦ－８（タマポリ（株）製）、ＰＥフィルム０タイプ（ニッパ（株）製）が挙げら
れる。
【００８６】
　上記の支持フィルム及び保護フィルムの厚みは、光硬化性ドライフィルム製造の安定性
及び巻き芯に対する巻き癖、いわゆるカール防止の観点から、いずれも好ましくは５～１
００μｍである。
【００８７】
　次に、本発明に用いられる光硬化性ドライフィルムの製造方法について説明する。上記
光硬化性ドライフィルムの製造装置は、一般的に粘着剤製品を製造するためのフィルムコ
ーターが使用できる。上記フィルムコーターとしては、例えば、コンマコーター、コンマ
リバースコーター、マルチコーター、ダイコーター、リップコーター、リップリバースコ
ーター、ダイレクトグラビアコーター、オフセットグラビアコーター、３本ボトムリバー
スコーター、４本ボトムリバースコーター等が挙げられる。
【００８８】
　支持フィルムをフィルムコーターの巻出軸から巻き出し、フィルムコーターのコーター
ヘッドを通過させるとき、支持フィルム上にレジスト組成物材料を所定の厚みで塗布して
光硬化性樹脂層を形成させた後、所定の温度と所定の時間で熱風循環オーブンを通過させ
、支持フィルム上で乾燥させた光硬化性樹脂層をフィルムコーターの別の巻出軸から巻き
出された保護フィルムと共に、所定の圧力でラミネートロールを通過させて支持フィルム
上の光硬化性樹脂層と貼り合わせた後、フィルムコーターの巻取軸に巻き取ることによっ
て製造される。この場合、熱風循環オーブンの温度としては２５～１５０℃が好ましく、
通過時間としては１～１００分間が好ましく、ラミネートロールの圧力としては０．０１
～５ＭＰａが好ましい。
【００８９】
　上述のような方法で、光硬化性ドライフィルムを作製することができ、このような光硬
化性ドライフィルムを用いることで、サポート基板上の第一絶縁層上に載置された半導体
素子を埋め込む特性に優れ、また半導体装置を形成した後にサポート基板を除去する際や



(23) JP 6031059 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

、個片化する際に生じる応力を緩和することができるため、目的とする半導体装置が反る
ことがなく、半導体装置を積層したり、配線を施した基板に載置するのに好適である。
【００９０】
　次に、工程（６）では、上述のようにして準備した光硬化性ドライフィルムから保護フ
ィルムを剥離し、図８（ａ）に示すように、第一絶縁層７上へダイボンディングされた半
導体素子２を覆うように光硬化性ドライフィルムの光硬化性樹脂層をラミネートすること
で第二絶縁層８を形成する。
【００９１】
　光硬化性ドライフィルムを貼り付ける装置としては、真空ラミネーターが好ましい。光
硬化性ドライフィルムを装置に取り付け、光硬化性ドライフィルムの保護フィルムを剥離
し露出した光硬化性樹脂層を、所定真空度の真空チャンバー内において、所定の圧力の貼
り付けロールを用いて、所定の温度のテーブル上で基板に密着させる。なお、上記温度と
しては６０～１２０℃が好ましく、上記圧力としては０～５．０ＭＰａが好ましく、上記
真空度としては５０～５００Ｐａが好ましい。真空ラミネートを行うことで、半導体素子
周辺に空隙を発生させることがなく好ましい。
【００９２】
　またこのとき、図８（ｂ）に示すように半導体素子２上に光硬化性ドライフィルムをラ
ミネートして第二絶縁層８を形成した際、半導体素子２上の第二絶縁層８の膜厚が厚くな
ることや、半導体素子２から周辺へ離れるにつれて膜厚が徐々に薄くなることがある。こ
の膜厚の変化を機械的にプレスすることで平坦化し、図８（ａ）のように半導体素子上の
膜厚を薄くする方法を好ましく用いることができる。
【００９３】
　次に、工程（７）では、図９に示すように、第二絶縁層８に対して、マスクを介したリ
ソグラフィーによってパターニングを行い、電極パッド上の開口Ｂと、貫通電極と接続さ
れる金属配線（下面金属配線）４ｂ上に第二絶縁層を貫通する金属配線（貫通金属配線）
を形成するための開口Ｃと、貫通電極を形成するための開口Ｄを同時に形成した後、ベー
クすることで第二絶縁層８を硬化させる。
【００９４】
　このパターニングでは、第二絶縁層８を形成した後に、露光し、露光後加熱処理（ポス
トエクスポージャベーク；ＰＥＢ）を行い、現像し、さらに、必要に応じて後硬化してパ
ターンを形成する。即ち、公知のリソグラフィー技術を用いてパターンの形成を行うこと
ができ、上述の第一絶縁層のパターニングと同様の方法で行えばよい。
【００９５】
　本発明の半導体装置の製造方法では、電極パッド上の開口Ｂと、貫通金属配線を形成す
るための開口Ｃと、貫通電極を形成するための開口Ｄを、一括露光によって同時に形成す
るため、合理的である。
【００９６】
　次に、工程（８）では、図１０に示すように、第二絶縁層８の硬化後、スパッタリング
によるシード層形成を行い、その後電極パッド上の開口Ｂと、第二絶縁層を貫通する金属
配線（貫通金属配線）を形成するための開口Ｃと、貫通電極を形成するための開口Ｄをメ
ッキによって埋めて、半導体素子上金属パッド３と、第二絶縁層を貫通する金属配線（貫
通金属配線）４ｃと、貫通電極５とを形成するとともに、メッキによって形成された半導
体素子上金属パッド３と第二絶縁層を貫通する金属配線（貫通金属配線）４ｃをメッキに
よる金属配線（上面金属配線）４ａによってつなぐ。
【００９７】
　メッキを行う際は、上述の工程（３）と同様に、例えば、スパッタリングによってシー
ド層を形成した後、メッキレジストのパターニングを行い、その後電解メッキなどを行っ
て、半導体素子上金属パッド３と、貫通金属配線４ｃと、貫通電極５とを形成するととも
に、上面金属配線４ａを形成して半導体素子上金属パッド３と貫通金属配線４ｃをつなぐ
。
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　なお、上面金属配線４ａは、所望の配線幅になるように適宜調整すればよいが、特に０
．１～１０μｍの厚さとなるように、第二絶縁層上に形成することが好ましい。
【００９８】
　また、貫通電極５のメッキを充足させるため、図１１に示すように、別途、貫通電極５
へ再度電解メッキを施し、貫通電極５を金属メッキ１８で埋めてもよい。
　また、貫通金属配線４ｃのメッキを充足させるため、別途、貫通金属配線４ｃへ再度電
解メッキを施してもよい。
【００９９】
　次に、工程（９）では、金属配線の形成後、光硬化性ドライフィルムの光硬化性樹脂層
をラミネートする又は光硬化性ドライフィルムに用いたレジスト組成物材料をスピンコー
トすることで、図１２に示すように第三絶縁層９を形成する。
【０１００】
　第三絶縁層９の形成は、上述の第一絶縁層の形成と同様に、例えば（Ａ）～（Ｄ）成分
を含有してなる化学増幅型ネガ型レジスト組成物材料からなる光硬化性樹脂層を有する光
硬化性ドライフィルムを用いてラミネートを行う、あるいはこのレジスト組成物材料をス
ピンコート等により塗布することで形成することができる。もちろん、他の感光性樹脂を
用いることもできる。
　また、第三絶縁層の膜厚が５～１００μｍであれば、製造する半導体装置を薄型化でき
るため好ましい。
【０１０１】
　次に、工程（１０）では、図１３に示すように、第三絶縁層９に対して、マスクを介し
たリソグラフィーによってパターニングを行い、貫通電極５上部に開口Ｅを形成した後、
ベークすることで第三絶縁層９を硬化させる。
【０１０２】
　このパターニングでは、第三絶縁層９を形成した後に、露光し、露光後加熱処理（ポス
トエクスポージャベーク；ＰＥＢ）を行い、現像し、さらに、必要に応じて後硬化してパ
ターンを形成する。即ち、公知のリソグラフィー技術を用いてパターンの形成を行うこと
ができ、上述の第一絶縁層のパターニングと同様の方法で行えばよい。
【０１０３】
　次に、工程（１１）では、第三絶縁層の硬化後、貫通電極上部の開口Ｅにソルダーバン
プを形成する。
　ソルダーバンプの形成方法としては、例えば、図１４に示すように貫通電極上部の開口
Ｅにメッキによって貫通電極上金属パッド１９を形成する。次に、貫通電極上金属パッド
１９上にソルダーボール２０を形成し、これをソルダーバンプとすることができる。
【０１０４】
　また、上述の工程（８）において、図１５のように貫通電極５のメッキを充足させるた
めに別途施すメッキをＳｎＡｇで行ってＳｎＡｇメッキ２１を施し、その後の工程（９）
では、上記と同様に第三絶縁層９を形成し、工程（１０）で貫通電極上部に開口Ｅを形成
するようにパターニングを行うことでＳｎＡｇメッキ２１を露出させた後、ベークにより
硬化させ、工程（１１）として、ＳｎＡｇメッキ２１を溶融することで図１６に示すよう
に貫通電極上部の開口Ｅへ電極を隆起させ、ＳｎＡｇを隆起させた電極２２のソルダーバ
ンプを形成することができる。
【０１０５】
　さらに、上述の工程（１１）の後に、図１７に示すように、上述の工程（１）において
第一絶縁層７と仮接着したサポート基板１６を除去することで、貫通電極５のソルダーボ
ール２０の反対側（下面金属配線４ｂ）を露出させることができ、露出したシード層をエ
ッチングによって除去し、金属メッキ部が露出することによって、貫通電極５の上部と下
部を電気的に導通させることができる。さらにその後、ダイシングして個片化することで
、個片化した半導体装置２３を得ることができる。
【０１０６】
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　ＳｎＡｇを隆起させた電極２２のソルダーバンプを形成した場合も同様に、図１８に示
すように、サポート基板１６を除去することで、貫通電極５のＳｎＡｇを隆起させた電極
２２の反対側（下面金属配線４ｂ）を露出させることができ、露出したシード層をエッチ
ングによって除去し、金属メッキ部が露出することによって、貫通電極５の上部と下部を
電気的に導通させることができる。さらにその後、ダイシングして個片化することで、個
片化した半導体装置２４を得ることができる。
【０１０７】
　なお、上述のような本発明の製造方法は、小型化・薄型化に特に適したものであり、半
導体装置としての厚さが、５０～３００μｍ、さらに好ましくは７０～１５０μｍの薄い
コンパクトな半導体装置を得ることができる。
【０１０８】
　上述の個片化された半導体装置２３又は個片化された半導体装置２４は、図１９、図２
０に示すように、それぞれ複数を絶縁樹脂層１２を挟んで、ソルダーバンプによって電気
的に接合し、積層させて積層型半導体装置とすることができる。また、図２１、図２２に
示すように、積層した半導体装置を電気回路を有した基板（配線基板１４）へ載置するこ
ともできる。なお、図１９、図２０、図２１、図２２はそれぞれ個片化した半導体装置２
３又は２４をフリップチップボンディングした例である。
【０１０９】
　また、図２３、図２４に示すように、上述のようにして製造した積層型半導体装置を配
線基板１４に載置した後、絶縁封止樹脂層１５で封止することで、封止後積層型半導体装
置を製造することができる。
【０１１０】
　ここで、絶縁樹脂層１２や絶縁封止樹脂層１５に用いられる樹脂としては、一般にこの
用途に用いられるものを用いることができ、例えばエポキシ樹脂やシリコーン樹脂やこれ
らのハイブリッド樹脂を用いることができる。
【０１１１】
　上述のようにして製造される本発明の半導体装置、積層型半導体装置、及び封止後積層
型半導体装置は、半導体チップへ施されるファンアウト配線やＷＣＳＰ（ウェハレベルチ
ップサイズパッケージ）用に好適に用いることができる。
【０１１２】
　以上のように、本発明の半導体装置であれば、半導体素子上に微細な電極形成が施され
、半導体素子外部に貫通電極を施されることで、配線基板への載置や半導体装置の積層が
容易であり、さらに半導体素子の高さが数十μｍであっても半導体素子周辺に空隙などが
なく埋め込まれ、金属配線の密度が大きい場合も半導体装置の反りが抑制された半導体装
置となる。
　また、本発明の半導体装置の製造方法であれば、半導体素子上に微細な電極形成を施し
、半導体素子外部に貫通電極を施すことで、配線基板への載置や半導体装置の積層を容易
にでき、また貫通電極、電極パッド部の開口などの加工を容易にできる。
　さらに、このようにして得られた本発明の半導体装置は、配線基板への載置や半導体装
置の積層が容易であるため、半導体装置を積層させた積層型半導体装置やこれを配線基板
に載置し封止した封止後積層型半導体装置とすることができる。
【０１１３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は例示であり
、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様な
作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【０１１４】
　１…半導体装置、　２…半導体素子、　３…半導体素子上金属パッド、
　４…金属配線、４ａ…上面金属配線、　４ｂ…下面金属配線、　４ｃ…貫通金属配線、
　５…貫通電極、　６…ソルダーバンプ、　７…第一絶縁層、　８…第二絶縁層、
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　９…第三絶縁層、　１０…ダイボンディング剤、　１１…積層型半導体装置、
　１２…絶縁樹脂層、　１３…封止後積層型半導体装置、　１４…配線基板、
　１５…絶縁封止樹脂層、　１６…サポート基板、　１７…仮接着剤、
　１８…金属メッキ、　１９…貫通電極上金属パッド、　２０…ソルダーボール、
　２１…ＳｎＡｇメッキ、　２２…ＳｎＡｇを隆起させた電極、
　２３、２４…個片化した半導体装置。
 
　Ａ…貫通電極となるホールパターン、　Ｂ…電極パッド上の開口、
　Ｃ…貫通金属配線を形成するための開口、　Ｄ…貫通電極を形成するための開口、
　Ｅ…貫通電極上部の開口。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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